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IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE 

Applic. No. : 10/723,631 Confirmation No. 9710 

Applicant Frank-Michael Kamm 

Filed : November 26, 2003 

Title ; REFLECTION MASK FOR PROJECTING A STRUCTURE 

ONTO A SEMICONDUCTOR WAFER AND METHOD FOR 
PRODUCING THE MASK 

Group Art Unit 1756 

Examiner Stephen D. Rosasco 

Docket No. P2002,1010 
Customer No. : 24131 

DECLARATION UNDE R 37 C.F.R. S 1 .131 

I, Frank-Michael Kamm, the inventor of the invention described and claimed in the 
instant application hereby declare that: 

The invention of the above-identified application was "conceived" in Germany, a 
WTO member country, at least as early as July 5, 2002. The invention was "reduced 
to practice" at least as early as November 28, 2002, through the filing of a patent 
application in Germany. 

I personally completed an Invention Disclosure (Erfindungsmeldung) on July 5, 2002, 
and then submitted it to my supervisor, Mr. Gerd Unger at the Siemens department 
MH D, who confirmed receipt on July 8, 2002. Enclosed, as corroborating evidence 
is the Invention Disclosure (Erfindungsmeldung). 

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and 
that all statements made on information and belief are believed to be true; and 
further that these statements were made with the knowledge that willful false 
statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, 
under 18 U.S.C. § 1001 and such willful false statements may jeopardize the validity 
of the application or any patent issued thereon. 



Frank-Michael Kamm Date 



T-786 P10/22 U-975 



„ RECEIVED 

CENTRAL FAX CENTER 

2 4 2006 
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Docket No. P2002,1010 
Application No. 1 0/723 ,63 1 



CERTIFICATION 



I, the below named translator, hereby declare that: my name and post office 
address are as stated below; that I am knowledgeable in the English and German 
languages, and that I believe that the attached text is a true and complete 
translation of the cover page and page 2/4 of the invention disclosure 
2002E12710DE. 

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and 
that all statements made on information and belief are believed to be true; and 
further that these statements were made with the knowledge that willful false 
statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, 
under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false 
statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued 
thereon. 



BtfgitBa>(ell 

February 22, 2006 

Lerner Greenberg Sterner LLP 
P.O. Box 2480 
Hollywood, FL 33022-2480 
Tel.: (954)925-1100 
Fax.: (954)925-1101 
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Confidential! 

Please forward sealed 



Invention Disclosure 

to Siemens AG or affiliated company 
Already transmitted via facsimile in advance to ZT PA O 

If yes - please absolutely check 



1/ We (first and last name of the inventor(s) - further data and 
signaiure(s) last page) 

Dr. Kamm, Frank-Michael 



Number of 
Inventors 

1 



Docket No. of PA 
2002E1271ODE 



Date of draft 
5-JuI-2002 



herewith report the invention fully described on the following pages entitled: 
Buried conductive rear side coating of EUV masks via doping 



To the inventor(s) Supervisor 
Mr./Mrs, I Tngex, Geid 



MHD- 



(Departmem) 

with the request to answer the following questions: 

a) When did you receive the invention disclosure? - 

b) Can the invention be traced back to publicly sponsored operations? 
□ No ■ Yes, (intention) MEDEA T 404 

c) Is there an appertaining internal FuE-project? 

O No ■ Yes, project m 



Date of Receipt 



08-Jul-2002 
Uwe Tenner 
10-Jul-2002 

Statutory due date 
runs from the date 
of receipt 



Only to be filled out for ZT Inventions: 



project No. : 

□ Developing Project 

□ Research Project 



. Title 

Area of Interest: 



Nuclear Technology . 



Contact Person _ 



d) Application is recommended □ No ■ Yes 
The cost is borne by (Organizational Unit) IFX66 



Urgent Note 



□ The invention does not lie in our field of interest. The following 
departments must be questioned: 



08-Jul-2002 



Signature 



Uwe Tenner 
Ql-Aug-2002 



Date 



Supervisor's Signature 



n. 



Please forward immediately because of statutory due date 
Siemens AG 

ZT PA (Patent Department) 



Received on: 



Location: 



(for example: Mch/M, Erl/S, Bln/N, Khe/R, Pdb) 
for further processing 



CT IPS AM Mch P/Ri 
Receipt 05-Aug-2002 
GR 

Due Date 
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P2002 / 1010 

Application No. 10/723,631 
Invention Disclosure 

1. Which technical problem is to be solved with your invention? 
EUV masks are based on the principle of distributed Bragg reflection and 
consist of multilayers, the period of which is adapted to the exposure 
wavelength. The mask technology currently developed consists of 
molybdenum/silicon, for instance, with a thickness of a few nanometers. 
Due to the use of a reflective optic with a final angle of incidence, extreme 
requirements for evenness of the EUV masks during exposure result 
therefrom. Due to these requirements, a whole-area chucking of the rear 
side is necessary/ because otherwise gravitation would lead to a bending. 

3. How has this problem been solved hitherto? 

Since some of the tools, in particular the EUV exposure apparatus and the 
electronic beam writer operate in a vacuum, the use of an electrostatic 
attraction (chucking) is planned. This type of chucking requires a 
conductive layer on the rear side of the mask substrate to be insulated as a 
counter electrode for the electrical field. The state of the art is that metallic 
or other conductive layers are applied by sputtering or other deposition 
methods. Problematic there is the bonding of the layers after applying the 
chuck forces as well as the generation of rear side particles by the contact 
of varying materials (metallization - chuck surface). Supposedly, so-called 
low Thermal expansion material (LTE) is used as a chuck material, just as 
in mask substrates. 

4. In which way does your invention solve the indicated technical 
problem (please indicate advantages)? 

In the invention suggested herein the conducting rear side layer is 
produced as a burled layer by means of ion implantation. The penetration 
depth is determined via the ion energy, the conductivity of the buried layer 
is determined via the dose. Two distinct advantages result from this 
method : 
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1) the surface of the rear side still consists of LTE material (as well as 
the chuck surface). Since materials with the same stiffness have a lower 
particle generation during contact, this fact is ideal for the level of the rear 
Side particle. Furthermore, the adhesion of part of the rear side 
metallization on the chuck surface is prevented when the mask is removed. 

2) The implantation results in a roughening of the surface, which reduces 
the adhesion of the rear side on the chuck surface. This behavior is Ideal 
for removing the mask from the chuck (de-chucking), since otherwise 
extreme flat and smooth surfaces could remain adhered to each other by 
bonding effects. 

5, Where does the inventive step lie? 

The Inventive step lies In the use of a conductive buried layer produced by 
ion implantation as a counter electrode for electrostatic rear side chucking. 

6« Embodiments of the Invention 
See sketch. 

6. For further explanation, enclosed are: 

X sheets illustrating one or more embodiments of the 

invention: 

(if possible please draft drawings in PowerPoint or designer format) 

sheets with additional descriptions (for instance, lab reports, 

test protocols); 

sheets of literature describing the state of the art, from 

which the invention proceeds; *> 
other documents (for instance, diskettes, in particular with 

drawings of the embodiments) 

* Please add copies or special prints of all cited publications (complete essays, the 
relevant chapters In books) with complete bibliographic data) 
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( 



Vertraulich! 

Bitte verschlossen 
weitersandeni 



ERFJNDUNGSMELDUNG 

an Siemens AG taw. BeteiHgungsgesellschaft 



Bewite vorab an ZT PA Qbermittelt per FAX □ 
Wean /a - bttte unbedingt vnkmurBn! 



Dr. Kamm, Frank-Michael 



Aktenzeichen dar PA 



2002E IZllOtt 



Datum der Ausfertigung 



5.7.2002 



melde[n] hiermit die aul den folgenden Sejten vollstSndig beschriebene Erfindung mit der Bezeichnung; 
Vergrabene leitende RGckseitenbeschichtung von EUV-Masken mlttels Dotierung 



An Vorgesetzten der/dei Erfinderfs] 

HdfTrt/Frau Unggr t Gerd 



MHD 



mit der Bltte, die naehstehenden Fragen zu beantworten: 
a) Wann ging die Erfindungsmeldung bei Ihnen ein? 



b) Geht die Erfindung auf dffentilch gefdrderta Arbetten zurflck? 
□ neln 13 ia, Vorhaben: MtJ)£^ ~TkO<f 



c) Gibt es ein zugehOriges Internes FuE-ProJekl? 
Flneta R1 ia. Proiekt: 



Nurbei 2T-Erfindungen aaszulOiten: 
Pro]Qkt-Nr. Ttel: 



Eingang am: 
17.02 

!aJuU20D2 

A5 Eingang IBufi ateetttichs Frtsu 



ungs- 



□aw* 

I . J projeKt 



im InterBase von Baralcb: 



Ansprechpartner. 



II. 



OringlfChkerta vermerk 



d) Anmeldung wird empfohlen □ netn &ja 

Ko*w tragt (OiganfcationedHhell): HT*j -k^"*-* \P/C£ b 

□ Die Erfindung betrifft nfcht unsar Interessengebiet. Es sind noch folgende 
DiensUtellen zu befragen: 



Uwe Tenner 



1 1* 1 



{□aL/m) 



(Unfenictyftt 



^ fj>: Of. Aug, am 



Bitte wegen gesetzllcher Frist soforl weiterlettefl an 

Siemens AG 

ZT PA (Patentabteilung) 



Standort: 



<r.B.: Mch/M. Ert/S, 6tn/N, Khe/fl, Pdb) 
zur weiteren Verantassung. 



Eingang am: 



Einjf. - 5. Aug, 2WJ2 



Gfl 
Frtt 



T 
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6 j* tt 2/4 Aktgngwchen der PA 



1 . Welches technische Problem soli durch Ihre Erfindung gelGst warden? 

p^J^I^ BUf F fl™* P der Bragg^Refleklion und bestehen aus Vielfachschtehten. daren 

S P?^ 6 ?^ I ^^""BfWBlieniang© angepasst 1st. Die derzert entwickefte Maskentechnotogle besteht 2.B, aus 
M ?'y b ^ s '^|"X^ ,f ? c ^^ ten mft wenfgen Nanometer* DIcke. Aufgrund der verwendeten reflektiven Optik 
mit endfichem Efnfallswlnkel ergeben sicb extreme Ebenheteanforderungen an EUv-Masken wahrend der 
Belichtung. Wegen dieser Anforderungen ist ein vollflfichiges Chucken der MaskenrQckselte notig, da anctemfata 
Gravitation zu einer Durchblegung fuhren Wurde. 

3. We wurde dieses Problem bisher gelfist? 

Da einige der Tools, insbesondere das EUV-Bellchtungsgerat und der Etektronenstrahischreiber im Vakuum 
operieren, ist die Venvendung eines elektrostatischen Chucks geptant Dieser Chucktyp erfordert elae lewahige 
Scbrcht auf der ROckseite des isolierencten Maskensubstrats als Gegenetektrode fOr das efektrische Feld. Stand 
der Technfk i$t B dass metaiiische Oder sonstlge leltende Schichten auf die ROckseite durch Sputtern odor andere 
Deposmorisverfahren aufgebracht werden. Probfematlsch ist dabel die Haftung der Schichten nach Aufbringung der 
Chuckkrafte, sowte do Genenerung von RQckaeitenparttkeln durch Kontakt unterschiedlicher Materiallen 
(MetaBi$ierung - Chuckoberfiache). Als Chuckmaterfal wird vermutllch wie bel den Maskensubstraten sogenanntes 
Uw Thermal Expansion Material (LTE) verwendet warden. 

4. In welcber Weise I6st Ihre Erfindung dae angegebene technische Problem (geben Sie Vorteile an}* 
In der hiervorgeechlagenen Erfindung wird die lettende RQckseltenschicht ate vergrabene Schlcht mlttete 
lonenimplantation erteugt Uber die lonenenergie wird die Eindringtfefe bestimrnt. Qber die Dosls die Leftfahigkeit 
der vergrabenen Schicht. Aus dlesem Verfahren ergeben slch zweJ deutliche Vorteile : 1.) Die RQckseitenoberflSche 
besteht nach wis vor aus CTE-Material (ebenso wle die Chuckoberf lache). Da Matertalien mit glefcher Sterfrgkeft 
efarte genngere Partlkelgnerferung bei Kontakt zeigen, ist dese Tasache gOnstlg far das rQckseHlge Partikelniveau. 
Auaserdem wird verhindert, dass belm Ablflsen der Masks ein Teil der RQckaeKen-MetalKiaierung auf der 
Chuckoberfl&che haften bleibt. 2.) Durch die Implantation entsteht elne Aufrauhung der Oberf ifiche, wodurch die 
Haftung der ROckseite auf der Chuckoberflache redutfert wird. Dieses Verhaften tet gQnstlg fOr das Enttemen der 
Masks vom Chuck (de-chucking), da andernfalls extrem ebene und gfatte Oberfteehen durch Bondinaeffekte 
aufeinander haften bleiben kdnnten. 

5. Wprin liegt der erf inderische Schritr? 

Der erfinderfeche SchrJtt ilegt In der Venvendung einer durch lonenimplantation erzeugten leMahigen wrgrabenen 
Schicht afs Gegenetektrode fOr elektrostatisches ROckseltenchuckfng. 

6. Ausfuhrungsbelspiel[eJ der Erfindung, 
Siehe Skizze, 



6. Zur we'deren Erlauterung sind als Anfagen belgef Ogt: 

x &!2 t L? fir eines oder mehrerer AusfQhrungsbeispiele der Erfindung: 

Blattzusat2liche Beschreibungen (z,B. Laborberichte, Versuchsprotokotie); 

Blatt Uteratur, die den Stand der Technik, von dam die Erfindung susgeht, beschreibt: •) 

sonstlge Unterlagen (z.B. Disketten, insbesondere mit Zelchnungen der AusfGhrungsbeispieie): 



eme Fcrtokoplon odor SondertfwcKa aH*t tfattef* V^W^«ll»c^ung«^ (Aufetao voltSUndlfl; W SOchem die rdwantsn KaplteO mil 
voSsUndlgw bWlbgraphlscnen Oaten beWgcn. 
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7. Wafch© DiensteteNen sind an der Erfindung fnteresstert? MP FE CL MH 

8. Wu/cte die Erfindung berete erprobt (DurehfGhrung von Versuchen. Anferttgung von Mustem)? 

(gneln £ ja 4 Ergebnis; 

9. FOr wetehe Erzeugnfsse 1st die Erfindung anwondbar? EUV Magken 

1 0. 1st die Anwendung der Erfindung vorgasehen? 

Cnefn gja^bei; EUVAMaskanbtanks (z.B. Lfayreiarung an externa Blankauppller) 

11. 1st ein auf der Erfindung beruhandes Erzeugnis geliefert oder 1st elne Uef erung beabslchtrgt? 

Enein □ ja, (voraussichtllch) am ; Bazalchnung des Erceugnlases: 

12. 1st elne Veroffentlichung der Erfindung baabsichtigt odor bereits erfolgt? 

Enom Cja t (vorau$Qicht1ich)am In Buch, Zetechnft: 

13. 1st elne Mitteilung der Erfindung an Firmerifremda beabstebtigt oder bereits erfolgt? 

Enein {Z fa (voraussfchtlich) am an 

« 4. Eft wird gebaten, soweit mflglfcb, (He f olgenden Kriterien abzuschatzen: 

a Umgehungsscbwierigkelt far Wettbewerber 

Gteichwertfge Altemathren 

□ . praktisch nfcht realieierbar 
O erfordem Aufwand 

Q problemlo$ reaiisierbar 

b Benutzungsattraktivitat fur Wottbewarbar 

Wettbewerberinteresse 
£3 uberragend 
Q durchschnittlieh 
Q minimal 

c Nachw/fcte einer Wettbewerbernuteung 

Benuttungsnachwels 

[2 problemlos mOgllch 

□ aufwendig 

□ praktisch unmOgUch 

u Benutzung Im Mause 

□ (vorausaichtlich) ]a 
^ offen 

Q unwahrscheinlich 



T-786 P17/22 U-975 
+49 89 50032999 S. 06/08 



PAGE 17/22 • RCVD AT 4/2412005 5:30:56 PM [Eastern Daylight Time] 1 SVR:USPT0-EFXRF-1/5 • ONIS:2738300 * CSiD:+9549251101 1 DURATION (mm*s):05-50 



04-24-' 06 17:49 FROM-LGS PatentUSA +9549251101 

27-,TAN-2006 14:43 EPPING HERMANN FISCHER 



T-786 P18/22 U-975 
+49 89 50032999 S. 07/08 



Blatt 4/4 Aktenzeichen <ter PA 20&Z G '12HC2)& 



1 5. Angaben zur Person des/der Erfinder(sj (E/ffocto 1 . 4 MveintragBn. far waters Erfrncter Ditto Zuaatzbfett beirogen): 



P itU 1 IC 


Kamm 


















vornaJTiB 


Frank-Mfchaei 








Aru/rersonainurnrnQr j 










1st died tare erste Erfindung$- 
meldunp an ZJ PA? 


ja □ Cg nein 


ja □ O nein 


ja □ Q nem 


ja O Q nein 


akaa. Oraarntei/Berui 


Dr. rer. net. 








zum Zeitpkt der ErfindunQ! Work' 
stud^Diplomand/Daktorand 


ja Q b?tte Vertra&s- 
kople balfOgen 


ja G bltteVerVaga- 
kopte bdiKld^n 


ja G title Vdrtrags- 
kopm bsifugen 


ja G Wtte Vertraas- 
Kopie beilOgen 


TatigkeTVSiellung im Betriob 
{z.B. Labofvomteher U-S.) 


R&D Engineer 








Arbeitgeber 

talis ftteht Stamens AG 


Infineon 








•reicn 


MPF£ CL 








AK+Sttli inn 

ADioiiung 


MHO R 








Standort 


McnB 








Teleton (Amt) 










Telefax (Amt) 


+49(89)2347137*7 








TZ- ivicjn 


frank- 

michael.karnni®tnfJne 








Staateangehorigketf 
(falte nlcht deutsehel 










Privatanschrift: 
Strafle, Haus-Nr. 


Wattef-Paelzmann 
Str.11 








PostJeitzahl, Wohnort 


62008 Unterhaching 








u£DUnsrjaiUrTi 










Lieftt dte Erflndung auf 

a) threm Artoaftegeblat? 

b) fcineoi anderen Arbertsge- 
trial IhW Afbelrgebofs? 


L ja g nein 


C ja G nein 
Gja U nein 


C ja G nein 


G ja CI nein 
L ja C nem 


^7 < Weichan AnraH an der 
Ertntfuno nabon Sie? 


100% 


0% 


% 


% 


18. Wurdeoderwird tf« Effirv 
durtg audi ais w flemotoer? 


Cja Gnein 


G ja C nein 


C ja C nein 




1 9 1 Fate Ste dio Erflntfung 
ala frela Erfindung an- 
sehen, bitte begrOnden: 










on SteSrtoaAjnseres VYfssens 
atnd ketne w^to^n Per- 
fconsn an def Erfindung be* 
teflrgt 
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